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近年、微細構造の 1 種としてナノワイヤと呼ばれる 3 次元 6 角柱微細結晶のエピタキシャル成

長、および電流注入デバイスの実現に向けた研究が盛んにおこなわれている[1][2] 。しかし、LED

だけでなく、端面発光レーザデバイス化への応用を考えた際に、非常に狭いストライプ幅と長い

共振器長という選択した領域のみに均一なナノワイヤを成長させることが求められる。本研究で

は、GaN ナノワイヤの成長領域を意図的に制限した限定領域形成に関する検討を行ったので報告

する。 

はじめに、AlGaN テンプレート基板上の SiO2絶縁体膜に円形配列のナノパターンニングリソグ

ラフィを施した。その後、選択成長法を用い、SiO2 マスクに空いた円形のナノパターン開口から

のみ、ナノワイヤを結晶成長させた。本検討では、ストライプ幅×共振器長である成長領域(ナノ

パターン開口あり）と、その外部の非成長領域(ナノパターン開口なし)を形成し、その状態で

MOVPE 法により、成長領域のみに GaN ナノワイヤを結晶成長させた。SEMでその結晶形状を観

察した結果を図 1に示す。図 1より成長領域のみに GaN ナノワイヤが成長し、非成長領域からは

成長していないことが確認できた。ただし、成長領域

端部において、非成長領域からの原料の拡散によると

思われる多結晶の析出が課題として残される。また、

実際に端面発光レーザデバイス化を想定した際の最適

構造設計のためのシミュレーションを行い、ストライ

プ幅依存性などを見積もった。発表においては、GaN

ナノワイヤの結晶形状の限定領域形成依存性やシミュ

レーションに関する結果の詳細を発表する予定であ

る。 
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図 1 GaN ナノワイヤの限定領域

形における上面 SEM 像 
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